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接着性改善を目的としてポリマー材料の表面にプラズマ処理を施すことが広く行わ
れている。プラズマ処理の効果は室温環境下で適切に保管すれば数か月以上持続可
能である。しかし、実使用時には材料の乾燥あるいは残留歪み除去のために加熱工
程を事前に行ったり、接着・接合工程自体が高温条件で行われることも多い。ポリ
テトラフロロエチレン(PTFE)は耐熱性に優れたポリマーであり、それ自身は260 ℃
での連続使用が可能であるが、表面プラズマ処理により生成した官能基はそれより
も低い温度で分解し消失する可能性が高い。
本報ではPTFEフィルムに大気圧プラズマによる表面処理を施した後に100～300
℃下においたときの表面状態の変化をX線光電子分光装置(XPS)により比較し、表面
処理部の耐熱性を評価した。

実験
Experimental

厚さ50[μm]のPTFEフィルムを自作の大気圧プラズマ装置で処理し、表面親水化を
行った。表面処理したフィルムを切り分けて、100 ℃, 200 ℃, 300 ℃でそれぞれ1
時間加熱した。各サンプルの表面をXPS(ULBAC-PHI製 PHI VersaProbe 4)で分析し
た。また、水との接触角を測定した。

結果と考察
Results and Discussion

C1sのスペクトルの比較を図1に、表面元素の定量結果および接触角測定結果を表1
に示す。未処理のPTFEは-CF2-由来のピークが291.6 eV付近に現れる。プラズマ処
理後はC-C結合由来のピークが285 eV付近に出現し、286～290 eVにブロードな
ピークが見られる。-CH4,-OH, -C=O, -COOHなどの官能基が混在して生成してい
ると考えられる。加熱後の変化は100 ℃ではわずかだが、200 ℃では酸素量が半減、
300 ℃ではほとんど官能基は失われ未処理の状態に近づいている。接触角も酸素量
に連動して増加している。
このことから、プラズマ処理によってPTFE表面に生成した官能基は200 ℃付近か
ら熱分解を開始しており、PTFE本来の耐熱温度よりも低い温度で扱う必要がある
と言える。
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表1 元素定量値と接触角
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